
应届毕业研究生留校公示

	姓  名
	王光绪
	性别
	男
	出生年月
	1985年11月

	所在院系
	材料科学与工程学院
	年级
	2009级
	专业方向
	材料物理与化学

	拟留单位
	国家硅基LED工程技术研究中心
	拟安排工作岗位
	科研

	教育背景

	时间
	学   校
	学历
	学位
	专业方向
	备注

	2003.9-2007.6
	山东科技大学
	本科
	学士
	应用物理学
	

	2007.9-2012.6
	南昌大学
	研究生
	博士
	材料物理与化学
	硕博连读

	教学、科研及社会实践的业绩成果

	时间
	项目（或授课、发表论文等）
	获奖情况
	备注


[2] 第一作者, “Effects of Ni-assisted annealing on p-type contact resistivity of GaN-based LED films grown on Si(111) substrates” [J].Acta physica sinica, 2011, 60 (7): 078503.(SCI收录号：800MZ)

	参加的学术会议：
[1] 2010年“第十二届全国LED产业研讨与学术会”，并做会议报告
[2] 2011年“全国光电子与量子电子学技术大会”，并做会议报告

[3] 2011年“第九届中华光电子技术研讨会(海峡两岸三地)”
发明专利：

[1] 采用离子镀在生长衬底上制备氮化铝材料的方法. (中国申请号: 200910115536.7，公开号：CN101586227)
[2] 一种在复合衬底上制备InGaAlN发光器件的方法.(中国公开号：CN102067335A，国际公布：2010-02-25 WO2010/020077 EN)
	获奖：
2011年度南昌大学“晶能奖学金”

	
	


对拟留人选如有意见和建议，请于2012年5月25日前，向学校人事处和用人单位反映。

人事处联系电话：0791—83969074         用人单位联系电话：0791—88317916

